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Beschreibung 

Halbleiter-Bauelement mit ESD-Schutz 

5 Die Erfindung betrifft ein Halbleiter-Bauelement gemaiS den 
Merkmalen des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1. 

Integrierten Schaltungen werden von aulSen Versorgungspoten- 
tiale sowie zu verarbeitende Eingangssignale zugefiihrt und 
10 verarbeitete Ausgangssignale abgegriffen. Insbesondere die 
Eingangssignalanschliisse sind sehr empfindlich, da die der 
Zufiihrung dienenden Leiterbahnen direkt auf einen Gate- 
^ Anschlufe einer Eingangsschaltstuf e fiihren. Bei der manuellen 
Handhabung der integrierten Schaltung Oder der automatisier- 
15 ten Weiterverarbeitung, um die integrierte Schaltung auf ei- 
ner Schaltungsplatine zu plazieren und zu verloten, besteht 
die Gefahr, dafe die empfindliche Eingangsstuf e bzw. Ausgangs- 
stufe aufgrund der Entladung von elektrostatischen Ladungen 
zerstort wird. So kann der menschliche Korper elektrostatisch 
20 geladen sein, welche Ladungen sich dann iiber die nach aufien 

gefiihrten Anschliisse des die integrierte Schaltung enthalten- 
den Halbleiter-Bauelement s entladen. Auch Werkzeuge von Be- 
stiickungsautomaten oder Testausriistung konnen elektrostatisch 
geladen sind und sich iiber das Halbleiter-Bauelement entla- 
den. Mit immer geringeren Strukturbreiten auf dem die inte- 
grierte Schaltung tragenden Halbleiterkorper besteht eine 
Notwendigkeit zum Schutz vor solchen elektrostatischen Entla- 
dungen . 

30 Die US 5 646 434 zeigt Ausf uhrungsbeispiele fur Schut zelemen- 
te gegen elektrostatische Entladungen, sogenannte ESD- 
Schutzelemente (ESD : electrostatic discharge) . Der Eingangs- 
anschlufi ist iiber eine ESD-Schut zstruktur , die im wesentli- 
chen eine Diodenkennlinie aufweist, mit Bezugspotent ial (Mas- 

35 se) verbunden. Die ESD-Schutzstruktur ist vollstandig im 

Halbleiterkorper realisiert. Die Schut zstruktur ist dabei so 
zu dimensionieren, daS sie beim Anlegen von zu verarbeitenden 
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Signal innerhalb der vorgegebenen Spezif ikat ion nicht schal- 
tet und die Signalverlauf e moglichst wenig dampft. Die 
Diodenkennlinie mu£ daher eine hohe Durchbruchspannung auf- 
weisen. Andererseits ist zu gewahrleisten, daS im Falle einer 
5 elektrostatischen Entladung die Ladungsmenge niederohmig nach 
Masse abgefuhrt wird. Die verwendeten Dioden bzw. als Dioden 
geschaltete Transistoren mussen groSflachig dimensioniert 
sein, um eine entsprechend hohe Stromtragf ahigkeit aufzuwei- 
sen. Nachteilig ist daher, daS die ESD-Schut zstrukturen einen 
10 hohen Flachenverbrauch im Halbleiterkorper erfordern, um die 
gesetzten Randbedingungen nach hoher Durchbruchspannung und 
hoher Stromtragf ahigkeit zu erfullen. 

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein Halbleiter- 
15 Bauelement anzugeben, bei dem der Flachenverbrauch im Halb- 
leiterkorper moglichst gering ist, aber trotzdem ausreichend 
ESD-Schutz gewahrleistet ist. 

Diese Aufgabe wird durch ein Halbleiter-Bauelement gelost, 
20 umfassend: einen Halbleiterkorper, in dem eine elektronische 
Schaltung angeordnet ist, die einen AnschluS fur ein zu ver- 
arbeitendes Signal aufweist, an den eine Eingangsstuf e oder 
Ausgangsstuf e der elektronischen Schaltung angeschlossen ist, 
und die einen AnschluS fur ein Versorgungspotential aufweist, 
;£5 an den die Eingangsstuf e oder die Ausgangsstuf e angeschlossen 
ist, je eine einem der Anschliisse zugeordnete Leiterbahn, die 
auSerhalb des Halbleiterkorpers verlauft und die mit dem je- 
weils zugeordneten AnschluS verbunden ist, ein Element zum 
Abfuhren elektrostat ischer Entladungen, durch das das zu ver- 
3 0 arbeitende Signal zum Versorgungspotential abfiihrbar ist, bei 
dem auSerdem eine weitere Leiterbahn vorgesehen ist, die au- 
Serhalb des Halbleiterkorpers verlauft und die mit der dem 
AnschluS fur das Versorgungspotential zugeordneten Leiterbahn 
verbunden ist, und bei dem das Element zum Abfuhren elek- 
35 trostatischer Ladungen einerseits mit der weiteren Leiterbahn 
und andererseits mit der dem AnschluS fur das zu verarbeiten- 
de Signal zugeordneten Leiterbahn verbunden ist. 
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^Beim Halbleiter-Bauelement gemaS der Erfindung sind die ESD- 
Elemente nicht mehr im Halbleiterkorper realisiert. Wie oben 
dargelegt, wiirde eine integrierte Ausfiihrung von ESD- 
Schutzstrukturen nicht unbeachtlich Flache verbrauchen. Die- 
ser Flachenverbrauch wird beim Halbleiter-Bauelement gemaS 
der Erfindung gespart . Statt dessen sind die ESD- 
Schutzelemente aufeerhalb des Halbleiterkorpers angeordnet . 
Zusatzlich ist eine weitere Leiterbahn vorgesehen, die Ver- 
sorgungspotential , vorzugsweise Masse, fiihrt und an denjeni- 
gen Leiterbahnen vorbei gefiihrt wird, uber die den Funktions- 
einheiten des Halbleiterkorpers die Ein- oder Ausgangssignale 
ein- bzw. ausgegeben werden. Die Erfindung ist sowohl fur 
wertdiskret, digital arbeitende Ein- und Ausgangsstuf en als 
auch fur wertkontinuierlich, analog arbeitende Ein- und Aus- 
gangsstuf en geeignet. Daruber hinaus ist vorteilhaft, daS das 
auSerhalb des Halbleiterkorpers angeordnete ESD-Schutzelement 
nunmehr grower ausgefiihrt werden kann als bei integrierter 
Realisierung . Die ESD-Festigkeit wird dadurch erhoht . 

Im integrierten Halbleiterchip sind sogenannte AnschluSpads 
vorgesehen, d.h. flachenhafte Metallisierungen, welche die 
Ein- oder Ausgangsanschliisse der integrierten Schaltung dar- 
stellen. Metallische Leiterbahnen, die auJSerhalb des Halblei- 
terkorpers verlaufen, fiihren Versorgungspotentiale und zu 
verarbeitende Signal zu bzw. ab. Diese Leiterbahnen werden 
als sogenannter Leadframe bereitgestellt . Die dem Halbleiter- 
korper zugeordneten Enden der Leiterbahnen des Leadframes 
werden dann mittels Bonddrahten an die AnschluSpads kontak- 
tiert. Die entgegengesetzten Enden der Leiterbahnen des Lead- 
frames sind die AnschluEpins des Halbleiter-Bauelements und 
werden auf einer Schaltungsplatine verldtet oder in einen 
Sockel eingesteckt. Der Halbleiterkorper ist von einem Gehau- 
se, rneist aus Plastik, umgeben, wobei die Leiterbahnen des 
Leadframes nach auSen gefuhrt sind, urn Kontakt mit der Schal- 
tungsplatine herzustellen. 
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Die gemaS der Erfindung zusatzlich vorzusehende weitere Lei- 
terbahn umgibt den Halbleiterkorper. Der Halbleiterkorper ist 
meist rechteckig ausgef uhrt . Die weitere Leiterbahn verlauft 
dann zumindest teilweise parallel zu den Randern des Halblei- 
5 terkorpers. Sie kreuzt dabei die von den AnschluSpads nach 

au&en durch das Gehause gefiihrten Leiterbahnen des Leadframes 
fur die zu verarbeitenden Signal als auch fur die Versor- 
gungspotentiale . 

10 Die Verbindung zwischen einer das Versorgungspotent ial (Mas- 
se) fuhrenden Leiterbahn des Leadframes und der gemafe der Er- 
findung zusatzlich den Halbleiterkorper umgebenden Leiterbahn 
wird vorzugsweise durch eine Bondverbindung hergestellt. Die 
Massepotential fuhrende zusatzliche Leiterbahn ist in Kreu- 
15 zungspunkten mit einer ein zu verarbeitendes Signal fuhrenden 
Leiterbahn des Leadframes iiber das ESD-Schutzelement verbun- 
den. Das ESD-Schutzelement ist vorzugsweise eine Diode, deren 
AnodenanschluE mit der zusatzlichen Leiterbahn verbunden ist 
und deren Kathode mit der das zu verarbeitende Signal fiihren- 
20 den Leiterbahn verbunden ist. Anstelle einer pn-Diode kann 
auch eine MOS -Diode verwendet werden. Es handelt sich dabei 
um einen MOS-Feldef f ekttransistor , dessen Source- und Gatean- 
schliisse miteinander verbunden sind. 



An den Kreuzungspunkten von weiterer, Massepotential fuhren- 
der Leiterbahn und zu verarbeitende Signale fuhrenden Leiter- 
bahnen sind Isolierungen vorzusehen, so daJ5 die beiden Lei- 
terbahnen elektrisch voneinander isoliert sind und ein Kurz- 
schluS zwischen signalfuhrender Leiterbahn des Leadframes und 
3 0 weiterer kreuzender Leiterbahn vermieden wird. 

In der Nahe der Kreuzungsorte kann die weitere Leiterbahn ei- 
nen von ihrer Hauptverlauf srichtung abzweigenden kurzen Ab- 
schnitt aufweisen. Der Abschnitt verlauft zweckmafeigerweise 
3 5 in Richtung zum Halbleiterkorper oder in entgegengesetzter 
Richtung vom Halbleiterkorper weg. Dieser Abzweig dient als 
Kontaktf lache fur die Anode der ESD-Schut zdiode . 
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Im Halbleiterkorper, beispielsweise einem Siliziumsubstrat , 
sind die Funktionseinheiten als bipolare, MOS- oder CMOS- 
Schaltungen ausgef uhrt . Eine Eingangsstuf e kann aus einem In- 
5 verter bestehen. Der EingangsanschluS des Inverters wird 

durch die gekoppelten Gate-Anschlusse seiner komplementaren 
MOS-Transistoren gebildet und ist mit dem zugeordneten An- 
schlufepad verbunden. Der Source -Anschlufe des n-Kanal-MOS- 
Transistors des Inverters ist mit Bezugspotential Masse ver- 

10 bunden, also an eine Signalleitung im Halbleiterkorper ange- 
schlossen, welche zu demjenigen Anschlufipad fuhrt, welches 
von der das Bezugspotential fuhrenden Leiterbahn versorgt 

r / wird, die ihrerseits wiederum an die weitere, die Leiterbah- 
nen des Leadframes kreuzende Leiterbahn angeschlossen ist. 

15 

Nachfolgend wird die Erfindung anhand des in der Zeichnung 
dargestellten Ausf iihrungsbeispiels im Detail erlautert . Die 
Figur der Zeichnung zeigt einen Halbleiterkorper 1, auf dem 
eine integrierte Schaltung angeordnet ist. Von der integrier- 
20 ten Schaltung ist auszugsweise eine CMOS-Eingangsschaltstuf e 
13 dargestellt. Sie umfaSt zweit mit ihren Drain-Source- 
Strecken in Reihe geschaltete, komplementare MOS-Transistoren 
131, 132. Der p-Kanal-MOS-Transistor 132 wird vom positiven 
Versorgungspotent ial VINT versorgt, der Source -AnschluE des 
n-Kanal -MOS-Transistors 131 wird von Bezugspotential GND ver- 
sorgt. Das Bezugspotential GND wird durch eine Leitung 121 
auf dem Halbleiterchip verteilt. Samtliche Signale und Ver- 
sorgungspotentiale werden durch AnschluSpads 10, 11, 12 auf 
den Halbleiterkorper gebracht . Die Anschlufipads sind flachen- 
30 hafte Metallisierungen. Die AnschluEpads 10, 11 dienen zur 
Ein- oder Ausgabe von Datensignalen DQ2 bzw. DQ1 . Das An- 
schluSpad 12 dient zur Zufiihrung von Massepotential GND. Der 
Halbleiterchip ist in einem Gehause 2 hermetisch eingeschlos- 
sen. Der Signal verkehr und die Zufiihrung von Versorgungsspan- 
35 nung nach aufien erfolgt iiber metallische Leiterbahnen 14, 15, 
16. Diese Leiterbahnen sind uber Bonddrahte 17, 18 bzw. 19 an 
ihrem chipseitigen Ende mit den zugeordneten AnschluSpads 10, 
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11 bzw. 12 verbunden. Sie verlaufen vom Halbleiterchips 1 weg 
und durch das Gehause 2. Die gehauseaufeenseitigen Enden der 
metallischen Leiterbahnen 14, 15, 16 werden beispielsweise in 
einen Sockel eingesteckt oder auf einer Schaltungsplatine 
5 verlotet . Die Leiterbahnen 14, 15, 16 sind ursprunglich zu 

einem Leadframe zusammengef aSt , wobei die auSenseitigen Enden 
miteinander verbunden sind. Die Verbindung wird nach der Ein- 
kapselung in das Gehause 2 weggestanzt . 

10 GemaiS der Erfindung ist eine weitere metallische Leiterbahn 3 
vorgesehen. Die Leiterbahn 3 verlauft wie die Leiterbahnen 
. 14, 15, 16 des Leadframes auSerhalb des Halbleiterkorpers 1. 
Im Gegensatz zu den Leiterbahnen 14, 15, 16 des Leadframes 
verlauft die Leiterbahn 3 nicht vom Chip weg, sondern ver- 
15 lauft parallel zu den Seiten des Halbleiterkorpers 1. Zweck- 
mafeigerweise verlauft die Leiterbahn 3 ringsum jeweils paral- 
lel zu den Seiten des Halbleiterkorpers als geschlossener 
Ring. Die weitere Leiterbahn 3 fiihrt Massepotential GND . 
Hierzu ist die Leiterbahn 3 am Kreuzungsort von Masseleiter- 
20 bahn 16 des Leadframes iiber einen Bonddraht 31 mit dieser 

verbunden. Alternativ kann auch eine andere Verbindung ver- 
wendet werden, durch die die gegenuber liegenden Oberflachen 
der Leitungen 16, 3 miteinander verbunden werden, beispiels- 
weise durch einen leitfahigen Kleber. Durch die Leitung 3 
wird Massepotential GND rings urn dem Halbleiterchip 1 bereit 
gestellt . 

Die zusatzliche Leiterbahn 3 kreuzt auch die die Signale DQ1, 
DQ2 fuhrenden Leiterbahnen 14, 15 des Leadframes. An den 
30 Kreuzungsorten sind ESD-Elemente 32, 33 vorgesehen, die zwi- 
schen die Leiterbahn 3 und die betreffende der Leiterbahnen 
14, 15 geschaltet sind. So ist die Anode einer Diode 32 an 
der Stelle 321 mit der Leiterbahn 3 verbunden und an der 
Stelle 322 mit der Leiterbahn 15. Die Diode 32 dient als ESD- 
35 Schutzelement . Sie weist eine hohe Durchbruchspannung auf, urn 
das innerhalb der Spezif ikat ion liegende Signal DQ1 nicht zu 
belasten. Jedoch bei einer hohen elektrostatischen Spannung 
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bricht die Diode 32 durch und ist ausreichend dimensioniert , 
so date geniigend Ladung von der Leiterbahn 15 iiber die Kon- 
taktstellen 322, 321 zur Leiterbahn 3 und weiter iiber den 
Bonddraht 31 zu der Masseleiterbahn 16 abfliefeen kann. Da- 
5 durch wird das Gateoxid am Transistor 131 des Inverters 13 

vor einem Durchbruch geschutzt. Im Gegensatz zu auf dem Halb- 
leiterkorper angeordneten ESD-Schutzstrukturen, die zwischen 
der Eingangsleitung 133 und der Leitung 121 fur Massepotenti- 
al GND anzuordnen waren, verbraucht die ESD-Schutzdiode 32 
10 auf dem Halbleiterkorper keine Flache. Der Flachenverbrauch 
ware nicht unerheblich, da eine hohe Durchbruchspannung bei 
ausreichender Stromtragf ahigkeit erreicht werden tnuSte . 

Die Leiterbahn 14 fur das zu verarbeitende Signal DQ2 ist 
15 iiber eine andere ESD-Schutzdiode 33 mit der Ringleiterbahn 3 
verbunden. In der Nahe der Kreuzungsstelle von Leiterbahn 14 
mit Leiterbahn 3 ist ein Abzweig 34 der Leiterbahn 3 vorgese- 
hen, der parallel zum entsprechenden Abschnitt der Leiterbahn 
14 verlauft. Im Ausf iihrungsbei spiel ist der Abzweig 34 nach 
2 0 auSen gerichtet, er kann alternativ auch zum Halbleiterkorper 
1 hin nach innen gerichtet sein. Der Abzweig 34 ist so weit 
von der Kreuzungsstelle entfernt, dafi die Anode der ESD- 
Schutzdiode den Abzweig 34 kontaktiert und die Kathode die 
Leiterbahn 14 kontaktiert. 

Im gezeigten Ausf uhrungsbeispiel ist das Signal DQ1 ein sol- 
ches, welches in die Schaltung auf dem Halbleiterkorper 1 
einzugeben ist. Das Signal DQ2 ist beispielsweise ein sol- 
ches, welches von der Schaltung auszugeben ist. In diesem 

30 Fall ist das AnschluSpad 10 mit einem Ausgangstreiber der in- 
tegrierten Schaltung verbunden, beispielsweise einem Ausgang 
eines Inverters oder einer Tristate-Stuf e . Es ist auch mog- 
lich, daS die Signale DQ1, DQ2 bidirektionale Signal sind und 
sowohl dazu dienen, Daten oder analoge Signale der integrier- 

35 ten Schaltung zuzufvihren oder von ihr abzugreifen. 
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Die Kreuzungsorte von weiterer Metalleiterbahn 3 und signal - 
fuhrenden Leiterbahnen 14, 15 "sind so auszufuhren, dafi ein 
Kontakt zwischen der Massepotential GND fuhrenden Leiterbahn 
3 und den ein Ein-/Ausgangssignal fuhrenden Leiterbahnen 14, 
15 verhindert wird. Einerseits kann dies dadurch erreicht 
werden, dafi an den Uberkreuzungen die Leiterbahnen ausrei- 
chend weit voneinander beabstandet sind. Andererseits ist ei- 
ne Isolierung 36, 37 zweckmafeig, die zwischen die einander 
gegenuber liegenden Oberflachen der metallischen Leiterbahnen 
3, 15 bzw. 14 angeordnet ist. 

Nach dem Bonden der Metalleiterbahnen 14, 15, 16 mittels 
Bonddrahten 17, 18, 19 an die AnschluSpads 10, 11, 12, dem 
Verbinden der Leiterbahnen 3, 16 iiber den Bonddraht 31 und 
dem Kontaktieren der ESD-Schutzelemente 32, 33 wird die ge- 
samte Anordnung vom Gehause 2 umgeben. Damit sind samtliche 
Leiterbahnen fixiert, so daS die Verbindung der Leiterbahnen 
14, 15, 16 des Leadframes am aufienseit igen Ende durch Stanzen 
entfernt werden kann. 

Da fur die Schut zelemente 32, 33 eine Flachenbegrenzung nicht 
mehr zutrifft, konnen diese vielmehr fur hohere Stomtragfa- 
higkeit dimensioniert werden als bei integrierter Realisie- 
rung. Dadurch ist es moglich, die ESD-Fest igkeit verglichen 
mit integrierter Realisierung auf dem Halbleiterkorper zu er- 
hohen . 
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Patentanspriiche 

1 . Halbleiter-Bauelement , umf assend : 

- einen Halbleiterkorper (1) , in dem eine elektronische 

5 Schaltung (13) angeordnet ist, die einen AnschluS fur ein zu 
verarbeitendes Signal (11) aufweist, an den eine Eingangsstu- 
fe (13) oder Ausgangsstuf e der elektronischen Schaltung ange- 
schlossen ist, und die einen AnschluS (12) fur ein Versor- 
gungspotential (GND) aufweist, an den die Eingangsstuf e (13) 
10 oder die Ausgangsstuf e angeschlossen ist, 

- je eine einem der Anschlusse (11, 12) zugeordnete Leiter- 
^ bahn (15, 16) , die auSerhalb des Halbleiterkorpers (1) ver- 

lauft und die mit dem jeweils zugeordneten AnschluS (11, 12) 
verbunden ist, 

15 - ein Element (32) zum Abfiihren elektrostat ischer Entladun- 
gen, durch das das zu verarbeitende Signal (DQ1) zum Versor- 
gungspotential (GND) abfiihrbar ist, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

- eine weitere Leiterbahn (3) vorgesehen ist, die auSerhalb 
20 des Halbleiterkorpers (1) verlauft und die mit der dem An- 
schluS fur das Versorgungspotential (12) zugeordneten Leiter- 
bahn (16) verbunden ist, und daS 

- das Element (32) zum Abfiihren elektrostatischer Ladungen 
einerseits mit der weiteren Leiterbahn (3) und andererseits 
mit der dem AnschluS (11) fur das zu verarbeitende Signal 

V (DQ1) zugeordneten Leiterbahn (15) verbunden ist. 

2. Halbleiter-Bauelement nach Anspruch 1, 
gekennzeichnet durch 

30 ein Gehause (2) , das den Halbleiterkorper (1) und die weitere 
Leiterbahn (3) umgibt und das die den Anschlussen (11, 12) 
zugeordneten Leiterbahnen (15, 16) teilweise umgibt, so daS 
ein dem Halbleiterkorper (1) zugewandter Teil dieser Leiter- 
bahnen (15, 16) innerhalb des Gehauses (2) verlauft und ein 

35 dem Halbleiterkorper (1) abgewandter Teil auSerhalb des Ge- 
hause (2) verlauft. 
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3. Halbleiter-Bauelement nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, da& 

das Element (32) zum Abfiihren elektrostatischer Entladungen 
eine Diode ist, deren Anode mit der weiteren Leiterbahn (3) 
5 verbunden ist und deren Kathode mit der dem Anschlufe (11) fur 
das zu verarbeitende Signal (DQ1) zugeordneten Leiterahn (15) 
verbunden ist. 

4. Halbleiter-Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
10 dadurch gekennzeichnet, daS 

die weitere Leiterbahn (3) den Halbleiterkorper (1) umgibt 
und daS die den Anschlussen (10, 11, 12) zugeordneten Leiter- 
bahnen (14, 15, 16) die weitere Leiterbahn kreuzen. 

15 5. Halbleiter-Bauelement nach Anspruch 4, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
an den Orten der Kreuzung von der weiteren Leiterbahn (3) mit 
der dem AnschluS (11) fur das zu verarbeitende Signal (DQ1) 
zugeordneten Leiterbahn (15) eine Isolierung (36) zwischen 

20 den sich kreuzenden Leiterbahnen (3, 15) vorgesehen ist. 

6. Halbleiter-Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, da£ 

die weitere Leiterbahn (3) in der Nahe der Orte der Kreuzung 
^405 mit der dem Anschlu£ (10) fur ein zu verarbeitendes Signal 
' (DQ1) zugeordneten Leiterbahn (14) einen von ihrer hauptsach- 
lichen Verlauf srichtung abzweigenden Leiterbahnabschnitt (34) 
aufweist, an den das Element (33) zum Abfiihren elektrostati- 
scher Entladungen angeschlossen ist, welches andererseits mit 
30 der kreuzenden Leiterbahn (15) verbunden ist. 

7. Halbleiter-Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
gekennzeichnet durch 

einen Bonddraht (17, 18, 19) durch den die den Anschlussen 
35 (10, 11, 12) zugeordneten Leiterbahnen (14, 15, 16) mit den 
jeweiligen Anschlussen (10, 11, 12) verbunden sind. 
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8. Halbleiter-Bauelement nach Anspruch 7, 

d a ! -d urch gekennzeichnet, da£ 
die Anschliisse (10, 11, 12) fur das zu verarbeitende Signal 
(DQ1, DQ2) und das Versorgungspotent ial (GND) im Halbleiter- 
5 korper (1) als flachenhafte Metallisierungen angeordnet sind. 

9. Halbleiter-Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

die Eingangsstuf e (13) mindestens einen Transistor (131, 132) 
10 aufweist, dessen Gate mit dem Anschlufe (11) fur das zu verar- 
beitende Signal (DQ1) verbunden ist und dessen Drain- oder 
Source -AnschluS mit dem AnschluJS (12) fur das Versorgungspo- 
tential (GDN) verbunden ist. 

15 10. Halbleiter-Bauelement nach Anspruch 9, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
die Eingangsstuf e (13) ein Inverter ist. 
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Zusammenf assung 

Halbleiter-Bauelement mit ESD-Schutz 

Ein Halbleiterbauelement weist ESD-Schutzelemente (32, 33) 
auf, die aufeerhalb des Halbleiterkorpers (1) angeordnet sind 
und eine Bezugspotential (GDN) fiihrende zusatzliche Leiter- 
bahn (3) mit Leiterbahnen des Leadframes (14, 15) verbinden. 
Auf dem Halbleiterkorper (1) integrierte ESD-Schutzstrukturen 
sind nicht mehr erf orderlich, der entsprechend hohe Flachen- 
verbrauch wird gespart . 



Figur 
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Bezugszeichenliste 





1 


Halbleiterkorper 


5 


2 


Gehause 




3 


Leiterbahn 




10, 11, 12 


Anschlufepads 




121 


Leitung 




13 


Eingangsstuf e 


10 


131, 132 


Transistoren 




133 


Eingang 


. \m 


14, 15, 16 


Leiterbahnen 


17, 18, 19, 31 


Bonddrahte 




32, 33 


ESD- Schut zdioden 


15 


321 


AnodenanschluS 




322 


Ka t hodenan s c h 1 u£ 




34 


Le i t erbahnab z we ig 




35 


Kreuzung 




36, 37 


Isolation 


20 


DQ1, DQ2 


zu verarbeitende Signale 




GND 


Versorgungspotential 




VINT 


Versorgungspotential 
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